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解析法について言及するとともに. GaAs (100) 面に適用した結果について述べている。この方法























ことが示されている。そして低電界条件下での測定により GaAs (100) 面の変化分スペクトルの定
量的解析を行い.禁制帯幅・ブロードニング定数・光学的臨界点の型を決定している。また( 100 ) 
面に持有な圧電効果に起因した信号の影響について考察を行っている口
以上のように本論文では 2 つの光学的測定法により半導体素子の構造と半導体の基本的物性の解明
を行っており.半導体工学に寄与し.かっ GaAs-GaAs 1-x P x などの異種接合の混品比分布の新しい
方法を開発したのよって本論文は博士論文として価値のあるものと認める。
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